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トピックス3　インチサイズの単結晶ダイヤモンドウェハーの作製技術
気相合成ダイヤモンドは、Siや SiCと比較して桁違いの絶縁耐圧を示し、半導体特性が得られること
から、高出力で省エネルギーのパワーデバイス材料として注目されている。（独）産業技術総合研究所の研究
グループは、種結晶からダイヤモンドウェハーを分離する技術を開発すると共に、同一の種結晶から成長
させた複数個のダイヤモンドウェハーを並べ、その上にダイヤモンドを成長させることにより、インチサイ
ズの単結晶ダイヤモンドウェハーが得られることを実証した。
ダイヤモンドは、物質中最大の熱伝導率を持ち、絶
縁破壊電界は、Siの約100 倍、SiCの約10 倍を示す1）。
気相中で化学的に合成されたダイヤモンドは、硼素な
どの不純物のドーピングや表面を水素原子で終端する
ことで半導体になる。これらの物性から、ダイヤモン
ドは高出力でかつ省エネルギーのパワーデバイス材料
として注目されている。
ダイヤモンドで半導体デバイスを作製するためには、
現行のウェハープロセスへの適応が不可欠であり、最
小でも2インチサイズのウェハーが必要である。しかし
ながら、これまでは、10mm角程度の単結晶ダイヤモ
ンド基板の作製が限界であり、インチサイズのウェハ
ーは得られていなかった。
このたび、（独）産業技術総合研究所の研究グループ
は、インチサイズの単結晶ダイヤモンドウェハーの作製
技術を発表した 2、3）。研究グル プーでは、種結晶から
ダイヤモンドウェハーを分離する技術を開発すると共
に、同一の種結晶から成長させたダイヤモンドウェハー
を複数個並べて、さらにその上にダイヤモンドを成長さ
せることで、大面積のウェハーが得られることを実証し
た（図表 1）。
まず、高温高圧下で合成された市販の単結晶ダイヤ
モンド基板の表面から数 µmの深さの領域にカーボン
イオンを注入し、グラファイト層を形成した。次に、メ
タンと水素を原料ガスとするマイクロ波プラズマ化学気
相合成法により、低圧下でダイヤモンドを種結晶上に、
ホモエピタキシャル成長させた。続いて、グラファイト
層を電気化学エッチングで除去して、気相合成ダイヤモ
ンド層を種結晶からウェハ とーして分離した。このよう
に同一の種結晶基板上に気相合成した複数のダイヤモ
ンドウェハーを並べ、その上に再度気相合成を行うと、
ダイヤモンドウェハー同士が自然に結合し、より大きな
サイズのウェハーが作製できた。これらの工程を繰り
返すことにより、さらに大面積の単結晶ダイヤモンドウ
ェハーの作製も可能である。研究グル プーでは、現在
1インチサイズのダイヤモンドウェハーの作製に成功し
ており3）（図表 2）、2012 年までにはウェハープロセス
に適応可能な最小サイズである、2インチウェハーの
作製を目指すとしている。
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図表 1　インチサイズの単結晶ダイヤモンドウェハーの作製方法
出典：（独）産業技術総合研究所ダイヤモンド研究ラボ提供
図表 2　1インチ単結晶ダイヤモンドウェハーの外観写真
